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当研究室ではシリコン基板上に作製した微小な金属電極に、化学反応または電気

分解を用いて分子性導体の単結晶を直接成長させ(図 1)、電極に密着した微小な結

晶の電気抵抗を測定することに成功した。 
 (DMe-DCNQI)2Agバルク結晶の電

気抵抗は、室温からの温度低下ととも

にゆるやかに減少し 100K付近でM-I
転移を起こす。これに対し電気分解に

よ っ て 銀 電 極 か ら 成 長 さ せ た

(DMe-DCNQI)2Ag微結晶の4端子抵抗

の温度依存性はバルク結晶のものと異

なり、温度を室温から下げるに従い広

い温度域に亘って抵抗が上昇し続けた

のちに 100K付近で転移に至ることが

わかった(図 2)。250K付近から転移温

度までの電気抵抗をアレニウスプロッ

トすると、良い精度で直線に近似でき、

活性化エネルギーが導かれた(50meV)。
この温度域では試料は 4kFの秩序化に

よって絶縁化していると考えられてい

るので、この熱活性型の温度依存性は

本質的なものであると推察される。シ

リコン基盤の熱収縮率は非常に小さい

ので、我々は格子の熱収縮の影響を弱

めた状況下での測定を実現したと考え

ている。 
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図 1. 試料の SEM イメージ 
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図 2. (DMe-DCNQI)2Ag微結晶の電気抵抗

の温度依存性 
 講演ではさらに位置選択的な結晶成

長や電界効果についても述べる。 


